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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】表示品位の良好な液晶表示装置を提供する。
【解決手段】第１波長範囲の光を透過する第１カラーフ
ィルタＣＦ１と、第１波長範囲よりも長波長の第２波長
範囲の光を透過する第２カラーフィルタＣＦ２と、前記
第２カラーフィルタの上に配置された第１スイッチング
素子ＳＷ１と、前記第２カラーフィルタの上に配置され
た第２スイッチング素子ＳＷ２と、前記第１スイッチン
グ素子と電気的に接続され、前記第１カラーフィルタの
上方に位置する第１画素電極ＰＥ１と、前記第２スイッ
チング素子と電気的に接続され、前記第２カラーフィル
タの上方に位置する第２画素電極ＰＥ２と、を備えたア
レイ基板を具備することを特徴とする液晶表示装置。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１波長範囲の光を透過する第１カラーフィルタと、
　第１波長範囲よりも長波長の第２波長範囲の光を透過する第２カラーフィルタと、
　前記第２カラーフィルタの上に配置された第１スイッチング素子と、
　前記第２カラーフィルタの上に配置された第２スイッチング素子と、
　前記第１スイッチング素子と電気的に接続され、前記第１カラーフィルタの上方に位置
する第１画素電極と、
　前記第２スイッチング素子と電気的に接続され、前記第２カラーフィルタの上方に位置
する第２画素電極と、
　を備えたアレイ基板を具備することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１カラーフィルタ及び前記第２カラーフィルタは、屈折率の異なる複数の薄膜を
積層することによって構成されたことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１カラーフィルタ及び前記第２カラーフィルタは、シリコン窒化物層とシリコン
酸化物層とを交互に積層した誘電体膜積層体であることを特徴とする請求項１または２に
記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　絶縁基板と、
　前記絶縁基板上に配置された第１半透過層と、
　前記第１半透過層上に配置されるとともに、第１膜厚の第１透過層、第１膜厚とは異な
る第２膜厚の第２透過層、及び、第１膜厚及び第２膜厚とは異なる第３膜厚の第３透過層
と、
　前記第１透過層上に配置され第１波長範囲の光を透過する第１カラーフィルタを構成し
、前記第２透過層上に配置され第１波長範囲よりも長波長の第２波長範囲の光を透過する
第２カラーフィルタを構成し、前記第３透過層上に配置され第２波長範囲よりも長波長の
第３波長範囲の光を透過する第３カラーフィルタを構成する第２半透過層と、
　前記第２カラーフィルタまたは前記第３カラーフィルタを構成する前記第２半透過層上
に配置された第１スイッチング素子、第２スイッチング素子、及び、第３スイッチング素
子と、
　前記第１スイッチング素子と電気的に接続され、前記第１カラーフィルタの上方に位置
する第１画素電極と、
　前記第２スイッチング素子と電気的に接続され、前記第２カラーフィルタの上方に位置
する第２画素電極と、
　前記第３スイッチング素子と電気的に接続され、前記第３カラーフィルタの上方に位置
する第３画素電極と、
　を備えたアレイ基板を具備することを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
　前記第１半透過層は、前記絶縁基板上に積層され前記絶縁基板よりも高屈折率の高屈折
率層と、前記高屈折率層上に積層され前記高屈折率層よりも低屈折率の低屈折率層と、を
備えたことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
　前記高屈折率層はシリコン窒化物層によって構成され、前記低屈折率層はシリコン酸化
物層によって構成されたことを特徴とする請求項５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　前記低屈折率層は、前記高屈折率層よりも厚いことを特徴とする請求項５または６に記
載の液晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１半透過層及び前記第２半透過層は、シリコン窒化物層及びシリコン酸化物層の
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積層体によって構成されたことを特徴とする請求項４乃至７のいずれか１項に記載の液晶
表示装置。
【請求項９】
　前記透過層は、シリコン窒化物層またはシリコン酸化物層によって構成されたことを特
徴とする請求項４乃至８のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１０】
　前記第１スイッチング素子、前記第２スイッチング素子、及び、前記第３スイッチング
素子は、シリコン半導体層を備えたトップゲート型の薄膜トランジスタであることを特徴
とする請求項４乃至９のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１１】
　前記第１半透過層、もしくは第２半透過層、もしくは透過層に用いられるシリコン窒化
物層の膜中水素量が、２×１０２１ｃｍ－３以上であることを特徴とする請求項１０に記
載の液晶表示装置。
【請求項１２】
　さらに、前記アレイ基板の背面側に配置されたバックライトを備え、
　前記バックライトの発光スペクトルは、第１波長範囲に発光ピークを有することを特徴
とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の液晶表示装置。
【請求項１３】
　第１波長範囲は、青色波長を含むことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に
記載の液晶表示装置。
【請求項１４】
　絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成され青色波長の光を前記絶縁基板側に反射する誘電
体膜積層体と、前記誘電体膜積層体上に配置されたシリコン半導体層を備えたトップゲー
ト型の薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタと電気的に接続された画素電極と、を
備えたアレイ基板と、
　前記アレイ基板に対向配置された対向基板と、
　前記アレイ基板と前記対向基板との間に保持された液晶層と、
　を備えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１５】
　前記誘電体膜積層体は、シリコン窒化物層とシリコン酸化物層とを交互に積層した構成
であることを特徴とする請求項１４に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、平面表示装置が盛んに開発されており、中でも液晶表示装置は、軽量、薄型、低
消費電力等の利点から特に注目を集めている。特に、各画素にスイッチング素子として薄
膜トランジスタ（ＴＦＴ）を組み込んだアクティブマトリクス型液晶表示装置においては
、透過型の液晶表示パネルと、バックライトとを組み合わせた構成がある。
【０００３】
　スイッチング素子として、ポリシリコン半導体層を備えたトップゲート型ポリシリコン
ＴＦＴを適用した構成においては、バックライトの高輝度化に伴い、オフ電流の増加が問
題となっている。すなわち、ポリシリコン半導体層がバックライト光を吸収することによ
り、ＴＦＴのドレイン電流が増加する。このドレイン電流の増加は、ＴＦＴがオフの状態
で顕著に現れ、光リーク電流と呼ばれる。近年では、画面の高輝度化の要求により、バッ
クライトの輝度を増加させる傾向にあり、これに伴い光リーク電流の増加によりクロスト
ークやフリッカーなどによって表示品位に悪影響を及ぼす恐れがある。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特表平８－５０８１１４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本実施形態の目的は、表示品位の良好な液晶表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本実施形態によれば、
　第１波長範囲の光を透過する第１カラーフィルタと、第１波長範囲よりも長波長の第２
波長範囲の光を透過する第２カラーフィルタと、前記第２カラーフィルタの上に配置され
た第１スイッチング素子と、前記第２カラーフィルタの上に配置された第２スイッチング
素子と、前記第１スイッチング素子と電気的に接続され、前記第１カラーフィルタの上方
に位置する第１画素電極と、前記第２スイッチング素子と電気的に接続され、前記第２カ
ラーフィルタの上方に位置する第２画素電極と、を備えたアレイ基板を具備することを特
徴とする液晶表示装置が提供される。
【０００７】
　本実施形態によれば、
　絶縁基板と、前記絶縁基板上に配置された第１半透過層と、前記第１半透過層上に配置
されるとともに、第１膜厚の第１透過層、第１膜厚とは異なる第２膜厚の第２透過層、及
び、第１膜厚及び第２膜厚とは異なる第３膜厚の第３透過層と、前記第１透過層上に配置
され第１波長範囲の光を透過する第１カラーフィルタを構成し、前記第２透過層上に配置
され第１波長範囲よりも長波長の第２波長範囲の光を透過する第２カラーフィルタを構成
し、前記第３透過層上に配置され第２波長範囲よりも長波長の第３波長範囲の光を透過す
る第３カラーフィルタを構成する第２半透過層と、前記第２カラーフィルタまたは前記第
３カラーフィルタを構成する前記第２半透過層上に配置された第１スイッチング素子、第
２スイッチング素子、及び、第３スイッチング素子と、前記第１スイッチング素子と電気
的に接続され、前記第１カラーフィルタの上方に位置する第１画素電極と、前記第２スイ
ッチング素子と電気的に接続され、前記第２カラーフィルタの上方に位置する第２画素電
極と、前記第３スイッチング素子と電気的に接続され、前記第３カラーフィルタの上方に
位置する第３画素電極と、を備えたアレイ基板を具備することを特徴とする液晶表示装置
が提供される。
【０００８】
　本実施形態によれば、
　絶縁基板と、前記絶縁基板上に形成され青色波長の光を前記絶縁基板側に反射する誘電
体膜積層体と、前記誘電体膜積層体上に配置されたシリコン半導体層を備えたトップゲー
ト型の薄膜トランジスタと、前記薄膜トランジスタと電気的に接続された画素電極と、を
備えたアレイ基板と、前記アレイ基板に対向配置された対向基板と、前記アレイ基板と前
記対向基板との間に保持された液晶層と、を備えたことを特徴とする液晶表示装置が提供
される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本実施形態における液晶表示装置の構成を概略的に示す図である。
【図２】図２は、図１に示した液晶表示パネルの構成及び等価回路を概略的に示す図であ
る。
【図３】図３は、図２に示した液晶表示パネルの断面構造を概略的に示す図である。
【図４】図４は、第１カラーフィルタ、第２カラーフィルタ、及び、第３カラーフィルタ
を構成する５層構造の誘電体膜積層体を概略的に示す断面図である。
【図５】図５は、第１カラーフィルタ、第２カラーフィルタ、及び、第３カラーフィルタ
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を構成する７層構造の誘電体膜積層体を概略的に示す断面図である。
【図６】図６は、第１カラーフィルタ、第２カラーフィルタ、及び、第３カラーフィルタ
を構成する９層構造の誘電体膜積層体を概略的に示す断面図である。
【図７】図７は、バックライトの発光スペクトルと、本実施形態のカラーフィルタの反射
スペクトルとの関係の一例を示す図である。
【図８】図８は、各画素のスイッチング素子における光リーク量と誘電体膜積層体の積層
数との関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、各図において
、同一又は類似した機能を発揮する構成要素には同一の参照符号を付し、重複する説明は
省略する。
【００１１】
　図１は、本実施形態における液晶表示装置の構成を概略的に示す図である。
【００１２】
　すなわち、液晶表示装置１は、アクティブマトリクスタイプの透過型の液晶表示パネル
ＬＰＮ、液晶表示パネルＬＰＮに接続された駆動ＩＣチップ２及びフレキシブル配線基板
３、液晶表示パネルＬＰＮを照明するバックライト４などを備えている。
【００１３】
　液晶表示パネルＬＰＮは、アレイ基板ＡＲと、アレイ基板ＡＲに対向して配置された対
向基板ＣＴと、これらのアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間に保持された図示しない液
晶層と、を備えている。このような液晶表示パネルＬＰＮは、画像を表示するアクティブ
エリアＡＣＴを備えている。このアクティブエリアＡＣＴは、ｍ×ｎ個のマトリクス状に
配置された複数の画素ＰＸによって構成されている（但し、ｍ及びｎは正の整数である）
。
【００１４】
　バックライト４は、アレイ基板ＡＲの背面側に配置されている。このようなバックライ
ト４としては、光源として発光ダイオード（ＬＥＤ）を備えたものや冷陰極管（ＣＣＦＬ
）を備えたものなどが適用されるが、詳細な構造については説明を省略する。
【００１５】
　図２は、図１に示した液晶表示パネルＬＰＮの構成及び等価回路を概略的に示す図であ
る。
【００１６】
　アレイ基板ＡＲは、アクティブエリアＡＣＴにおいて、複数のゲート配線Ｇ（Ｇ１～Ｇ
ｎ）、複数の補助容量線Ｃ（Ｃ１～Ｃｎ）、複数のソース配線Ｓ（Ｓ１～Ｓｍ）などを備
えている。各ゲート配線Ｇは、アクティブエリアＡＣＴの外側に引き出され、ゲートドラ
イバＧＤに接続されている。各ソース配線Ｓは、アクティブエリアＡＣＴの外側に引き出
され、ソースドライバＳＤに接続されている。
【００１７】
　各画素ＰＸは、アレイ基板ＡＲに配置されたスイッチング素子ＳＷ及び画素電極ＰＥや
、対向電極ＣＥなどを備えている。スイッチング素子ＳＷは、ゲート配線Ｇ及びソース配
線Ｓと電気的に接続されている。画素電極ＰＥは、スイッチング素子ＳＷと電気的に接続
されている。対向電極ＣＥは、液晶層ＬＱを介して複数の画素電極ＰＥに対して共通に形
成されている。この対向電極ＣＥは、給電部ＶＳと電気的に接続されている。
【００１８】
　本実施形態において、対向電極ＣＥは、アレイ基板ＡＲに配置されても良いし、対向基
板ＣＴに配置されても良い。対向電極ＣＥが画素電極ＰＥとともにアレイ基板ＡＲに配置
された構成の液晶表示パネルＬＰＮでは、これらの画素電極ＰＥと対向電極ＣＥとの間に
形成される横電界を主に利用して液晶層ＬＱを構成する液晶分子をスイッチングする。ま
た、対向電極ＣＥが対向基板ＣＴに配置された構成の液晶表示パネルＬＰＮでは、これら
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の画素電極ＰＥと対向電極ＣＥとの間に形成される縦電界あるいは斜め電界を主に利用し
て液晶層ＬＱを構成する液晶分子をスイッチングする。
【００１９】
　図３は、図２に示した液晶表示パネルＬＰＮの断面構造を概略的に示す図である。なお
、ここでは、青色を表示する第１画素ＰＸ１、緑色を表示する第２画素ＰＸ２、及び、赤
色を表示する第３画素ＰＸ３の断面構造を示している。
【００２０】
　すなわち、第１画素ＰＸ１は、第１カラーフィルタＣＦ１、第１スイッチング素子ＳＷ
１、第１画素電極ＰＥ１などを備えている。第２画素ＰＸ２は、第２カラーフィルタＣＦ
２、第２スイッチング素子ＳＷ２、第２画素電極ＰＥ２などを備えている。第３画素ＰＸ
３は、第３カラーフィルタＣＦ３、第３スイッチング素子ＳＷ３、第３画素電極ＰＥ３な
どを備えている。
【００２１】
　アレイ基板ＡＲは、ガラス基板などの光透過性を有する第１絶縁基板１０を用いて形成
されている。第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラー
フィルタＣＦ３は、第１絶縁基板１０の上に配置されている。第１カラーフィルタＣＦ１
は、青色波長を含む第１波長範囲（例えば、４００ｎｍ～５００ｎｍの波長範囲）の光を
透過する。第２カラーフィルタＣＦ２は、第１波長範囲よりも長波長の緑色波長を含む第
２波長範囲（例えば、５００ｎｍ～５８０ｎｍの波長範囲）の光を透過する。第３カラー
フィルタＣＦ３は、第２波長範囲よりも長波長の赤色波長を含む第３波長範囲（例えば、
５８０ｎｍ～７００ｎｍの波長範囲）の光を透過する。
【００２２】
　これらの第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフ
ィルタＣＦ３は、透過させる波長範囲以外の波長は主に反射する。第１カラーフィルタＣ
Ｆ１は、第２波長範囲及び第３波長範囲での反射率が第１波長範囲での反射率よりも高い
。第２カラーフィルタＣＦ２は、第１波長範囲及び第３波長範囲での反射率が第２波長範
囲での反射率よりも高い。第３カラーフィルタＣＦ１は、第１波長範囲及び第２波長範囲
での反射率が第３波長範囲での反射率よりも高い。
【００２３】
　後に詳述するが、本実施形態で適用するバックライト４は、その発光スペクトルが第１
波長範囲に発光ピーク（約４５０ｎｍ）を有している。第２カラーフィルタＣＦ２及び第
３カラーフィルタＣＦ３は、バックライト４の発光ピークである４５０ｎｍ付近での反射
率が第２波長範囲及び第３波長範囲での反射率よりも高い反射率特性を有している。
【００２４】
　図示した例では、第１カラーフィルタＣＦ１は、第１スイッチング素子ＳＷ１の下層を
除いて第１画素ＰＸ１に対応して配置されている。第２カラーフィルタＣＦ２は、第２ス
イッチング素子ＳＷ２の下層を除いて第２画素ＰＸ２に対応して配置されている。第３カ
ラーフィルタＣＦ３は、第３画素ＰＸ２に対応して配置されている。また、この第３カラ
ーフィルタＣＦ３は、第１スイッチング素子ＳＷ１、第２スイッチング素子ＳＷ２、及び
、第３スイッチング素子ＳＷ３の下層にも配置されている。なお、図示した例では、第１
スイッチング素子ＳＷ１、第２スイッチング素子ＳＷ２、及び、第３スイッチング素子Ｓ
Ｗ３の下地として、第３カラーフィルタＣＦ３を適用したが、第１波長範囲の光を反射す
る第２カラーフィルタＣＦ２を適用しても良い。
【００２５】
　このような第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラー
フィルタＣＦ３は、光吸収型のもの（例えば、着色樹脂からなるもの）でも良いが、図示
した例では、光干渉の原理を利用したファブリ・ペロー型フィルタを採用している。すな
わち、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィル
タＣＦ３は、屈折率の異なる複数の薄膜を積層することによって構成され、第１絶縁基板
１０の内面１０Ａに配置された第１半透過層３１、第１半透過層３１に対向する第２半透
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過層３２、及び、第１半透過層３１と第２半透過層３２との間に配置された透過層（ある
いはスペーサ層）３３を備えている。
【００２６】
　より具体的には、第１半透過層３１及び第２半透過層３２は、それぞれ第１カラーフィ
ルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィルタＣＦ３に共通に設け
られている。このような第１半透過層３１及び第２半透過層３２は、銀（Ａｇ）などを数
十ｎｍオーダの膜厚で形成した金属薄膜であっても良いし、屈折率の異なる複数の誘電体
膜を積層した構成であっても良い。一例として、第１半透過層３１及び第２半透過層３２
は、それぞれシリコン窒化物（ＳｉＮ）層と、シリコン酸化物（ＳｉＯ２）層とを交互に
積層した積層体によって形成可能である。このような積層体における誘電体膜の積層数は
、２層以上であるが、層数が増えるほど、製造工程が増加し製造コストの増加を招くため
、４層以下程度とすることが望ましい。
【００２７】
　透過層３３は、単一の誘電体膜であり、シリコン窒化物層、または、シリコン酸化物層
によって形成可能である。この透過層３３は、膜厚の異なる第１透過層３３１、第２透過
層３３２、及び、第３透過層３３３を含んでいる。
【００２８】
　第１カラーフィルタＣＦ１は、第１半透過層３１と第２半透過層３２との間に配置され
る透過層３３として、第１膜厚Ｔ１の第１透過層３３１を備えている。第２カラーフィル
タＣＦ２は、第１半透過層３１と第２半透過層３２との間に配置される透過層３３として
、第１膜厚Ｔ１とは異なる第２膜厚Ｔ２の第２透過層３３２を備えている。第３カラーフ
ィルタＣＦ３は、第１半透過層３１と第２半透過層３２との間に配置される透過層３３と
して、第１膜厚Ｔ１及び第２膜厚Ｔ２とは異なる第３膜厚Ｔ３の第３透過層３３３を備え
ている。これらの第１透過層３３１、第２透過層３３２、及び、第３透過層３３３は、そ
れぞれ膜厚が異なるものの、互いに繋がっている。
【００２９】
　第１スイッチング素子ＳＷ１、第２スイッチング素子ＳＷ２、及び、第３スイッチング
素子ＳＷ３は、いずれもトップゲート型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）によって構成され
、実質的に同一構成である。ここでは、第１スイッチング素子ＳＷ１についてより具体的
に説明し、第２スイッチング素子ＳＷ２及び第３スイッチング素子ＳＷ３の構成について
の説明は省略する。
【００３０】
　すなわち、第１スイッチング素子ＳＷ１は、第３カラーフィルタＣＦ３の上（厳密には
第２半透過層３２の上）に配置されたシリコン半導体層ＳＣを備えている。シリコン半導
体層は、ポリシリコンによって形成されているが、アモルファスシリコンによって形成さ
れる場合もありうる。このシリコン半導体層ＳＣは、第１絶縁膜１１によって覆われてい
る。また、この第１絶縁膜１１は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ
２、及び、第３カラーフィルタＣＦ３を覆っている。
【００３１】
　第１スイッチング素子ＳＷ１のゲート電極ＷＧは、第１絶縁膜１１の上に形成され、シ
リコン半導体層ＳＣの直上に位置している。このゲート電極ＷＧは、図示しないゲート配
線に電気的に接続され、第２絶縁膜１２によって覆われている。また、この第２絶縁膜１
２は、第１絶縁膜１１の上にも配置されている。
【００３２】
　第１スイッチング素子ＳＷ１のソース電極ＷＳ及びドレイン電極ＷＤは、第２絶縁膜１
２の上に形成されている。ソース電極ＷＳは、図示しないソース配線に電気的に接続され
ている。これらのソース電極ＷＳ及びドレイン電極ＷＤは、それぞれ第１絶縁膜１１及び
第２絶縁膜１２を貫通するコンタクトホールを通してシリコン半導体層ＳＣにコンタクト
している。
【００３３】
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　このような構成の第１スイッチング素子ＳＷ１は、第３絶縁膜１３によって覆われてい
る。同様に、第２スイッチング素子ＳＷ２及び第３スイッチング素子ＳＷ３も第３絶縁膜
１３によって覆われている。また、この第３絶縁膜１３は、第２絶縁膜１２の上にも配置
されている。
【００３４】
　第１画素電極ＰＥ１は、第３絶縁膜１３の上に形成され、第１カラーフィルタＣＦ１の
上方に位置している。この第１画素電極ＰＥ１は、第３絶縁膜１３を貫通するコンタクト
ホールを介して第１スイッチング素子ＳＷ１のドレイン電極ＷＤに電気的に接続されてい
る。
【００３５】
　同様に、第２画素電極ＰＥ２は、第３絶縁膜１３の上に形成され、第２カラーフィルタ
ＣＦ２の上方に位置している。この第２画素電極ＰＥ２は、第２スイッチング素子ＳＷ２
のドレイン電極ＷＤに電気的に接続されている。同様に、第３画素電極ＰＥ３は、第３絶
縁膜１３の上に形成され、第３カラーフィルタＣＦ３の上方に位置し、第３スイッチング
素子ＳＷ３のドレイン電極ＷＤに電気的に接続されている。
【００３６】
　このような第１画素電極ＰＥ１、第２画素電極ＰＥ２、及び、第３画素電極ＰＥ３は、
光透過性を有する導電材料、例えば、インジウム・ティン・オキサイド（ＩＴＯ）やイン
ジウム・ジンク・オキサイド（ＩＺＯ）などによって形成されている。これらの第１画素
電極ＰＥ１、第２画素電極ＰＥ２、及び、第３画素電極ＰＥ３は、第１配向膜ＡＬ１によ
って覆われている。
【００３７】
　対向基板ＣＴは、ガラス基板などの光透過性を有する第２絶縁基板２０を用いて形成さ
れている。対向基板ＣＴは、第２絶縁基板２０のアレイ基板ＡＲと対向する内面２０Ａに
ブラックマトリクスＢＭを備えている。このブラックマトリクスＢＭは、第１スイッチン
グ素子ＳＷ１、第２スイッチング素子ＳＷ２、第３スイッチング素子ＳＷ３や、ソース配
線、ゲート配線、補助容量線などの配線部に対向するように配置されている。
【００３８】
　図示した例では、対向基板ＣＴは、第２絶縁基板２０の内面２０Ａに、第１着色層ＣＦ
１１、第２着色層ＣＦ１２、及び、第３着色層ＣＦ１３を備えているが、省略しても良い
。第１着色層ＣＦ１１は、第１波長範囲の光を透過する着色樹脂（例えば、青色樹脂）に
よって形成されている。第２着色層ＣＦ１２は、第２波長範囲の光を透過する着色樹脂（
例えば、緑色樹脂）によって形成されている。第３着色層ＣＦ１３は、第３波長範囲の光
を透過する着色樹脂（例えば、赤色樹脂）によって形成されている。
【００３９】
　また、図示した例では、対向基板ＣＴは、第１着色層ＣＦ１１、第２着色層ＣＦ１２、
及び、第３着色層ＣＦ１３のアレイ基板ＡＲと対向する面に、対向電極ＣＥを備えている
。なお、上記の通り、この対向電極ＣＥはアレイ基板ＡＲに備えられても良い。このよう
な対向電極ＣＥは、例えば、ＩＴＯやＩＺＯなどの光透過性を有する導電材料によって形
成されている。対向基板ＣＴのアレイ基板ＡＲと対向する面は、第２配向膜ＡＬ２によっ
て覆われている。
【００４０】
　上述したようなアレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとは、それぞれの第１配向膜ＡＬ１及び
第２配向膜ＡＬ２が対向するように配置されている。このとき、アレイ基板ＡＲと対向基
板ＣＴとの間には、例えば、樹脂材料によって一方の基板に一体的に形成された柱状スペ
ーサが配置され、所定のセルギャップ、例えば２～７μｍのセルギャップが形成される。
【００４１】
　液晶層ＬＱは、アレイ基板ＡＲと対向基板ＣＴとの間に形成されたセルギャップに保持
され、第１配向膜ＡＬ１と第２配向膜ＡＬ２との間に配置されている。
【００４２】
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　アレイ基板ＡＲを構成する第１絶縁基板１０の外面１０Ｂには、第１偏光板ＰＬ１など
を含む第１光学素子ＯＤ１が配置されている。この第１光学素子ＯＤ１は、液晶表示パネ
ルＬＰＮのバックライト４と対向する側に位置しており、バックライト４から液晶表示パ
ネルＬＰＮに入射する入射光の偏光状態を制御する。
【００４３】
　対向基板ＣＴを構成する第２絶縁基板２０の外面２０Ｂには、第２偏光板ＰＬ２などを
含む第２光学素子ＯＤ２が配置されている。この第２光学素子ＯＤ２は、液晶表示パネル
ＬＰＮの表示面側に位置しており、液晶表示パネルＬＰＮから出射した出射光の偏光状態
を制御する。
【００４４】
　このような構成によれば、バックライト４から放射されたバックライト光のうち、第１
カラーフィルタＣＦ１を経て第１画素電極ＰＥ１を通る光路の液晶表示パネルＬＰＮから
の透過光は青色（Ｂ）を呈し、第２カラーフィルタＣＦ２を経て第２画素電極ＰＥ２を通
る光路の液晶表示パネルＬＰＮからの透過光は緑色（Ｇ）を呈し、第３カラーフィルタＣ
Ｆ３を経て第３画素電極ＰＥ３を通る光路の液晶表示パネルＬＰＮからの透過光は赤色（
Ｒ）を呈する。なお、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第
３カラーフィルタＣＦ３を透過しなかった光は、ほぼ全て反射され、バックライト４側に
戻され、再利用される。すなわち、バックライト４は光源等を覆う高反射率面を有してお
り、バックライト４に向けて反射された反射光は、高反射率面においてほとんど光損失な
く再度液晶表示パネルＬＰＮに向けて反射される。このため、第１カラーフィルタＣＦ１
、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィルタＣＦ３からの反射光は再利用さ
れ、光の利用効率を向上している。
【００４５】
　次に、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィ
ルタＣＦ３のより具体的な構成例について説明する。
【００４６】
　図４は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフ
ィルタＣＦ３を構成する５層構造の誘電体膜積層体４１を概略的に示す断面図である。
【００４７】
　すなわち、誘電体膜積層体４１は、第１絶縁基板１０の内面１０Ａに配置された第１シ
リコン窒化物層３１１と、第１シリコン窒化物層３１１上に積層された第１シリコン酸化
物層３１２と、第１シリコン酸化物層３１２上に積層された第２シリコン窒化物層３３と
、第２シリコン窒化物層３３上に積層された第２シリコン酸化物層３２１と、第２シリコ
ン酸化物層３２１上に積層された第３シリコン窒化物層３２２と、によって構成されてい
る。
【００４８】
　第１シリコン窒化物層３１１及び第１シリコン酸化物層３１２は、第１半透過層３１と
して機能する。第２シリコン窒化物層３３は、透過層３３として機能する。第２シリコン
酸化物層３２１及び第３シリコン窒化物層３２２は、第２半透過層３２として機能する。
つまり、第１半透過層３１及び第２半透過層３２は、それぞれ２層の誘電体の積層体であ
る。
【００４９】
　第１絶縁基板１０は、ガラス基板であり、可視光波長範囲における屈折率は約１．５で
ある。第１シリコン窒化物層３１１、第２シリコン窒化物層３３、及び、第３シリコン窒
化物層３２２は、例えばＳｉＮからなり、可視光波長範囲における屈折率は２．０から２
．７程度である。つまり、第１シリコン窒化物層３１１、第２シリコン窒化物層３３、及
び、第３シリコン窒化物層３２２は、第１絶縁基板１０よりも高屈折率の高屈折率層とし
て機能する。第１シリコン酸化物層３１２及び第２シリコン酸化物層３２１は、例えばＳ
ｉＯ２からなり、可視光波長範囲における屈折率は約１．５である。つまり、第１シリコ
ン酸化物層３１２及び第２シリコン酸化物層３２１は、高屈折率層よりも低屈折率の低屈
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折率層として機能する。
【００５０】
　第１シリコン窒化物層３１１及び第３シリコン窒化物層３２２は、第１カラーフィルタ
ＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィルタＣＦ３の各々において同
一膜厚であり、例えば６０ｎｍの膜厚を有している。第１シリコン酸化物層３１２及び第
２シリコン酸化物層３２１は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、
及び、第３カラーフィルタＣＦ３の各々において同一膜厚であり、例えば９０ｎｍの膜厚
を有している。つまり、第１半透過層３１及び第２半透過層３２を構成する低屈折率層は
高屈折率層よりも厚い。
【００５１】
　第２シリコン窒化物層３３は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２
、及び、第３カラーフィルタＣＦ３の各々において膜厚が異なる。一例として、第１カラ
ーフィルタＣＦ１において第２シリコン窒化物層３３の膜厚は約８５ｎｍであり、第２カ
ラーフィルタＣＦ２において第２シリコン窒化物層３３の膜厚は約１１５ｎｍであり、第
３カラーフィルタＣＦ３において第２シリコン窒化物層３３の膜厚は約１５０ｎｍである
。
【００５２】
　このような構成の誘電体膜積層体４１からなる第１カラーフィルタＣＦ１は、４７０ｎ
ｍ付近に透過率ピークを有し、また、同波長付近に反射率ボトムを有する。同様に、第２
カラーフィルタＣＦ２は、５４０ｎｍ付近に透過率ピークを有し、また、同波長付近に反
射率ボトムを有する一方で、同波長以外の波長範囲で高反射率となる。同様に、第３カラ
ーフィルタＣＦ３は、６１０ｎｍ付近に透過率ピークを有し、また、同波長付近に反射率
ボトムを有する一方で、同波長以外の波長範囲で高反射率となる。
【００５３】
　第２カラーフィルタＣＦ２あるいは第３カラーフィルタＣＦ３の第３シリコン窒化物層
３２２は、シリコン半導体層の下地となる。シリコン半導体層は、短波長での光吸収係数
が高い。一方で、液晶表示パネルに組み合わせられるバックライトは、比較的短波長の光
強度が高い発光スペクトルを有している。上記の通り、シリコン半導体層の下層に配置さ
れる第２カラーフィルタＣＦ２あるいは第３カラーフィルタＣＦ３は、短波長の波長範囲
で比較的高い反射率を有しているため、シリコン半導体層での光吸収を抑制することが可
能となる。したがって、このようなシリコン半導体層を備えたスイッチング素子では、光
リーク電流を低減することが可能となる。これにより、クロストークやフリッカーなどの
発生が抑制され、表示品位の良好な液晶表示装置を提供することが可能となる。
【００５４】
　図５は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフ
ィルタＣＦ３を構成する７層構造の誘電体膜積層体４２を概略的に示す断面図である。
【００５５】
　すなわち、誘電体膜積層体４２は、第１絶縁基板１０の内面１０Ａに配置された第１シ
リコン窒化物層３１１と、第１シリコン窒化物層３１１上に積層された第１シリコン酸化
物層３１２と、第１シリコン酸化物層３１２上に積層された第２シリコン窒化物層３１３
と、第２シリコン窒化物層３１３上に積層された第２シリコン酸化物層３３と、第２シリ
コン酸化物層３３上に積層された第３シリコン窒化物層３２１と、第３シリコン窒化物層
３２１上に積層された第３シリコン酸化物層３２２と、第３シリコン酸化物層３２２上に
積層された第４シリコン窒化物層３２３と、によって構成されている。
【００５６】
　第１シリコン窒化物層３１１、第１シリコン酸化物層３１２、及び、第２シリコン窒化
物層３１３は、第１半透過層３１として機能する。第２シリコン酸化物層３３は、透過層
３３として機能する。第３シリコン窒化物層３２１、第３シリコン酸化物層３２２、及び
、第４シリコン窒化物層３２３は、第２半透過層３２として機能する。つまり、第１半透
過層３１及び第２半透過層３２は、それぞれ３層の誘電体の積層体である。
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【００５７】
　第１シリコン窒化物層３１１、第２シリコン窒化物層３１３、第３シリコン窒化物層３
２１、及び、第４シリコン窒化物層３２３は、例えばＳｉＮからなり、高屈折率層（可視
光波長範囲における屈折率は２．０から２．７程度である）として機能する。第１シリコ
ン酸化物層３１２、第２シリコン酸化物層３３、及び、第３シリコン酸化物層３２２は、
例えばＳｉＯ２からなり、低屈折率層（可視光波長範囲における屈折率は約１．５である
）として機能する。
【００５８】
　第１シリコン窒化物層３１１、第２シリコン窒化物層３１３、第３シリコン窒化物層３
２１、及び、第４シリコン窒化物層３２３は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフ
ィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィルタＣＦ３の各々において同一膜厚であり、例えば
６０ｎｍの膜厚を有している。第１シリコン酸化物層３１２及び第３シリコン酸化物層３
２２は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィ
ルタＣＦ３の各々において同一膜厚であり、例えば９０ｎｍの膜厚を有している。
【００５９】
　第２シリコン酸化物層３３は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２
、及び、第３カラーフィルタＣＦ３の各々において膜厚が異なる。一例として、第１カラ
ーフィルタＣＦ１において第２シリコン酸化物層３３の膜厚は約１３０ｎｍであり、第２
カラーフィルタＣＦ２において第２シリコン酸化物層３３の膜厚は約１８０ｎｍであり、
第３カラーフィルタＣＦ３において第２シリコン酸化物層３３の膜厚は約３０ｎｍである
。
【００６０】
　第２カラーフィルタＣＦ２あるいは第３カラーフィルタＣＦ３の第４シリコン窒化物層
３２３は、シリコン半導体層の下地となる。
【００６１】
　このような構成の誘電体膜積層体４２からなる第１カラーフィルタＣＦ１は、４７０ｎ
ｍ付近に透過率ピーク及び反射率ボトムを有するとともに、誘電体膜積層体４１からなる
第１カラーフィルタＣＦ１と比較して透過率ピーク及び反射率ボトム付近での波長範囲が
狭くなる一方で、高反射率の波長範囲がより広くなる。同様に、誘電体膜積層体４２から
なる第２カラーフィルタＣＦ２は、５４０ｎｍ付近に透過率ピーク及び反射率ボトムを有
するとともに、誘電体膜積層体４１からなる第２カラーフィルタＣＦ２と比較して透過率
ピーク及び反射率ボトム付近での波長範囲が狭くなる一方で、高反射率の波長範囲がより
広くなる。同様に、誘電体膜積層体４２からなる第３カラーフィルタＣＦ３は、６１０ｎ
ｍ付近に透過率ピーク及び反射率ボトムを有するとともに、誘電体膜積層体４１からなる
第３カラーフィルタＣＦ３と比較して透過率ピーク及び反射率ボトム付近での波長範囲が
狭くなる一方で、高反射率の波長範囲がより広くなる。
【００６２】
　このように、誘電体膜積層体の積層数を増やすことにより、透過率ピーク付近の波長範
囲が狭くなるため、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３
カラーフィルタＣＦ３のそれぞれの色純度を向上することが可能となる。また、シリコン
半導体層の下層に配置される第２カラーフィルタＣＦ２あるいは第３カラーフィルタＣＦ
３は、高反射率の波長範囲が拡大するため、シリコン半導体層での光吸収をさらに抑制す
ることが可能となる。したがって、より表示品位の良好な液晶表示装置を提供することが
可能となる。
【００６３】
　図６は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフ
ィルタＣＦ３を構成する９層構造の誘電体膜積層体４３を概略的に示す断面図である。
【００６４】
　すなわち、誘電体膜積層体４３は、第１絶縁基板１０の内面１０Ａに配置された第１シ
リコン窒化物層３１１と、第１シリコン窒化物層３１１上に積層された第１シリコン酸化
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物層３１２と、第１シリコン酸化物層３１２上に積層された第２シリコン窒化物層３１３
と、第２シリコン窒化物層３１３上に積層された第２シリコン酸化物層３１４と、第２シ
リコン酸化物層３１４上に積層された第３シリコン窒化物層３３と、第３シリコン窒化物
層３３上に積層された第３シリコン酸化物層３２１と、第３シリコン酸化物層３２１上に
積層された第４シリコン窒化物層３２２と、第４シリコン窒化物層３２２上に積層された
第４シリコン酸化物層３２３と、第４シリコン酸化物層３２３上に積層された第５シリコ
ン窒化物層３２４と、によって構成されている。
【００６５】
　第１シリコン窒化物層３１１、第１シリコン酸化物層３１２、第２シリコン窒化物層３
１３、及び、第２シリコン酸化物層３１４は、第１半透過層３１として機能する。第３シ
リコン窒化物層３３は、透過層３３として機能する。第３シリコン酸化物層３２１、第４
シリコン窒化物層３２２、第４シリコン酸化物層３２３、及び、第５シリコン窒化物層３
２４は、第２半透過層３２として機能する。つまり、第１半透過層３１及び第２半透過層
３２は、それぞれ４層の誘電体の積層体である。
【００６６】
　第１シリコン窒化物層３１１、第２シリコン窒化物層３１３、第３シリコン窒化物層３
３、第４シリコン窒化物層３２２、及び、第５シリコン窒化物層３２４は、例えばＳｉＮ
からなり、高屈折率層（可視光波長範囲における屈折率は２．０から２．７程度である）
として機能する。第１シリコン酸化物層３１２、第２シリコン酸化物層３１４、第３シリ
コン酸化物層３２１、及び、第４シリコン酸化物層３２３は、例えばＳｉＯ２からなり、
低屈折率層（可視光波長範囲における屈折率は約１．５である）として機能する。
【００６７】
　第１シリコン窒化物層３１１、第２シリコン窒化物層３１３、第４シリコン窒化物層３
２２、及び、第５シリコン窒化物層３２４は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフ
ィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィルタＣＦ３の各々において同一膜厚であり、例えば
６０ｎｍの膜厚を有している。第１シリコン酸化物層３１２、第２シリコン酸化物層３１
４、第３シリコン酸化物層３２１、及び、第４シリコン酸化物層３２３は、第１カラーフ
ィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィルタＣＦ３の各々にお
いて同一膜厚であり、例えば９０ｎｍの膜厚を有している。
【００６８】
　第３シリコン酸化物層３３は、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２
、及び、第３カラーフィルタＣＦ３の各々において膜厚が異なる。一例として、第１カラ
ーフィルタＣＦ１において第３シリコン酸化物層３３の膜厚は約８０ｎｍであり、第２カ
ラーフィルタＣＦ２において第３シリコン酸化物層３３の膜厚は約１１５ｎｍであり、第
３カラーフィルタＣＦ３において第３シリコン酸化物層３３の膜厚は約３０ｎｍである。
【００６９】
　第２カラーフィルタＣＦ２あるいは第３カラーフィルタＣＦ３の第５シリコン窒化物層
３２４は、シリコン半導体層の下地となる。
【００７０】
　このような構成の誘電体膜積層体４３からなる第１カラーフィルタＣＦ１は、４７０ｎ
ｍ付近に透過率ピーク及び反射率ボトムを有するとともに、誘電体膜積層体４２からなる
第１カラーフィルタＣＦ１と比較して透過率ピーク及び反射率ボトム付近での波長範囲が
狭くなる一方で、高反射率の波長範囲がより広くなる。同様に、誘電体膜積層体４３から
なる第２カラーフィルタＣＦ２は、５４０ｎｍ付近に透過率ピーク及び反射率ボトムを有
するとともに、誘電体膜積層体４２からなる第２カラーフィルタＣＦ２と比較して透過率
ピーク及び反射率ボトム付近での波長範囲が狭くなる一方で、高反射率の波長範囲がより
広くなる。同様に、誘電体膜積層体４３からなる第３カラーフィルタＣＦ３は、６１０ｎ
ｍ付近に透過率ピーク及び反射率ボトムを有するとともに、誘電体膜積層体４２からなる
第３カラーフィルタＣＦ３と比較して透過率ピーク及び反射率ボトム付近での波長範囲が
狭くなる一方で、高反射率の波長範囲がより広くなる。
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【００７１】
　このため、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラー
フィルタＣＦ３のそれぞれの色純度をさらに向上することが可能となる。また、シリコン
半導体層での光吸収をさらに抑制することが可能となる。したがって、より表示品位の良
好な液晶表示装置を提供することが可能となる。
【００７２】
　なお、第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィ
ルタＣＦ３のそれぞれの反射スペクトルでの反射率ボトムの位置、あるいは、透過スペク
トルでの透過率ピークの位置は、透過層３３の膜厚を変えることによって調整が可能であ
る。第１カラーフィルタＣＦ１、第２カラーフィルタＣＦ２、及び、第３カラーフィルタ
ＣＦ３の要求される性能と、光リーク耐性を考慮しながら、層数及び透過層の膜厚を決定
することができる。
【００７３】
　図７は、バックライト４の発光スペクトルと、本実施形態のカラーフィルタの反射スペ
クトルとの関係の一例を示す図である。この図７では、横軸は波長（ｎｍ）であり、縦軸
はバックライト４の光強度及びカラーフィルタの反射率である。これらの光強度及び反射
率は、それぞれの最大値を１としたときの相対値である。
【００７４】
　ここに示したカラーフィルタの反射スペクトルは、第１絶縁基板上に第３カラーフィル
タＣＦ３を配置し、この第３カラーフィルタＣＦ３の上にスイッチング素子のポリシリコ
ン半導体層を５０ｎｍの膜厚で配置し、このポリシリコン半導体層を酸化シリコン（Ｓｉ
Ｏ）からなる８０ｎｍの膜厚の第１絶縁膜（ゲート絶縁膜）１１で覆い、この第１絶縁膜
の上にモリブデン（Ｍｏ）からなる３００ｎｍの膜厚のゲート電極を配置したモデルにつ
いて、第１絶縁基板１０側から入射した光の第１絶縁基板１０側での反射率を計算したも
のである。
【００７５】
　図中において、「ＢＬ強度」とはバックライト４の発光スペクトルである。第３カラー
フィルタＣＦ３の構成としては、図４に示した５層構造の誘電体膜積層体４１を適用した
場合（図中の「ＴＦＴ　ｏｎ　５層ＣＦ３」）、図５に示した７層構造の誘電体膜積層体
４２を適用した場合（図中の「ＴＦＴ　ｏｎ　７層ＣＦ３」）、図６に示した９層構造の
誘電体膜積層体４３を適用した場合（図中の「ＴＦＴ　ｏｎ　９層ＣＦ３」）のそれぞれ
の反射スペクトルを図示している。比較例として、スイッチング素子の下層に第３カラー
フィルタを配置する代わりにアンダーコート層（ＳｉＮ／ＳｉＯ）のみを配置した場合（
図中の「ＴＦＴ／ＵＣ」）の反射スペクトルを図示している。
【００７６】
　図示したように、バックライト４の発光スペクトルは４５０ｎｍ付近に発光ピークを有
しているのに対して、比較例である「ＴＦＴ／ＵＣ」の反射スペクトルでは波長４５０ｎ
ｍにおける反射率が極めて低いことが分かる。一方で、本実施形態である「ＴＦＴ　ｏｎ
　５層ＣＦ３」の反射スペクトルは、４５０ｎｍ付近で５０％程度の反射率を有している
。また、「ＴＦＴ　ｏｎ　７層ＣＦ３」の反射スペクトルは、４５０ｎｍ付近で７０％程
度の反射率を有している。また、「ＴＦＴ　ｏｎ　８層ＣＦ３」の反射スペクトルは、４
５０ｎｍ付近で８０％程度の反射率を有している。このように、誘電体膜積層体の積層数
が増えるほど、特定波長（ここでは４５０ｎｍ）付近の光に対する反射率が増加すること
が確認された。
【００７７】
　なお、図示しないが、発明者は、スイッチング素子の下層に第２カラーフィルタＣＦ２
を配置した場合についても同様の計算を行い、４５０ｎｍ付近で５０％以上の反射率が得
られること、さらには、第２カラーフィルタＣＦ２を構成する誘電体膜積層体の総数が増
えるほど特定波長付近の光に対する反射率が増加することも確認した。
【００７８】
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　図８は、各画素のスイッチング素子における光リーク量と誘電体膜積層体の積層数との
関係を示す図である。図８の横軸は、スイッチング素子の下層に配置される誘電体膜積層
体（第３カラーフィルタＣＦ３）の積層数であり、縦軸は、スイッチング素子の下層に第
３カラーフィルタを配置する代わりにアンダーコート層（ＳｉＮ／ＳｉＯ）のみを配置し
た場合の光リーク量を１とした場合の比率である。
【００７９】
　５層構造の誘電体膜積層体４１からなる第３カラーフィルタＣＦ３の上にスイッチング
素子を配置した場合には光リーク量は６５％程度となり、また、７層構造の誘電体膜積層
体４２からなる第３カラーフィルタＣＦ３の上にスイッチング素子を配置した場合には光
リーク量は４５％程度となり、また、９層構造の誘電体膜積層体４３からなる第３カラー
フィルタＣＦ３の上にスイッチング素子を配置した場合には光リーク量は４０％程度とな
ることが確認された。
【００８０】
　５層構造、７層構造、９層構造それぞれに高屈折層として用いられるＳｉＮ層は、Ｓｉ
Ｈ４とＮＨ３を主原料ガスとするプラズマＣＶＤ法により、その膜中水素量が２×１０２

１ｃｍ－３以上となるような条件で形成される。高屈折率の膜を得るためには、スパッタ
法等によりＳｉＮ膜を形成することが考えられる。一般に、スパッタ法で形成したＳｉＮ
膜の膜中水素量は非常に低い。膜中に水素を含有するＳｉＮ膜を用いることで、スイッチ
ング素子となるトップゲート型薄膜トランジスタの特性を向上させることが可能である。
例えば、スイッチング素子のシリコン半導体ＳＣにポリシリコンを用いた場合、スパッタ
法で形成したＳｉＮ膜とＳｉＯ膜の積層でカラーフィルタ層を形成した薄膜トランジスタ
の閾値電圧が平均５．０Ｖであったのに対し、プラズマＣＶＤ法で形成した膜中水素量２
×１０２１ｃｍ－３以上のＳｉＮとＳｉＯ膜の積層とした場合の閾値電圧は２．１Ｖまで
低下した。これにより、アクティブマトリックス回路を低い電圧で駆動することが可能と
なり、消費電力の低減に寄与することができる。
【００８１】
　以上説明したように、本実施形態によれば、表示品位の良好な液晶表示装置を提供する
ことができる。
【００８２】
　なお、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これらの新規な実施形態
は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これらの実施形態やその変形は、発
明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲
に含まれる。
【符号の説明】
【００８３】
　ＬＰＮ…液晶表示パネル
　ＡＲ…アレイ基板　ＣＴ…対向基板　ＬＱ…液晶層
　ＳＷ１…第１スイッチング素子　ＳＷ２…第２スイッチング素子　ＳＷ３…第３スイッ
チング素子　ＳＣ…シリコン半導体層
　ＰＥ１…第１画素電極　ＰＥ２…第２画素電極　ＰＥ３…第３画素電極
　ＣＦ１…第１カラーフィルタ　ＣＦ２…第２カラーフィルタ　ＣＦ３…第３カラーフィ
ルタ
　３１…第１半透過層　３２…第２半透過層　３３…透過層
　４１、４２、４３…誘電体膜積層体
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